Technologie von Halbleiter-Bauelementen -
L eistungselektronik

Vorbemerkungen

Durch einen glucklichen Umstand ist es gelungen Dokumente in die Hand zu bekommen, die
detailliert Gber die Entwicklung und Produktion von Halbleiter-Bauelementen in der DDR berichten.
Solche Darstellungen sind unter den Bedingungen kapitalistischer Produktionswei se undenkbar —
sind sie doch dort Bestandteil best gehiteter Betriebsgehei mnisse.

Ahnlich wie in der “Diodenbibel“ von Dr. Heinz Hornung aus dem “VEB Werk fiir
Fernsehelektronik Berlin® werden hier Angaben gemacht wie und mit welchen Mitteln man
Entwicklung und Produktion — in diesem Fall leistungsel ektronischer Bauelemente — in Stahnsdorf
(bei Berlin) gemacht hat.

Ublicherweise war es zu DDR-Zeiten nicht moglich irgendwelche Bilder oder gar F/E-Unterlagen in
die Offentlichkeit zu bringen. Ausnahmen bildeten Artikel furr Fachzeitschriften oder dhnliche
Medien, die aber einer strengen Kontrolle der staatlichen Leitung vor der Ver6ffentlichung
unterlagen. Dies sollte insbesondere verhindern, dass Informationen Uber “Technische
Spezidlausrustung® (TSA) und die mégliche Herkunft aus dem westlichen Ausland an die
Offentlichkeit dringt, weil diese Geréte in der Regel unter dem CoCom-Embargo standen und somit

die geheimen Beschaffungswege hétten in Gefahr geraten konnen.

Erfreulicherweise gelang es bereits friihzeitig eine grol3e Palette von TSA in der DDR herstellen zu
konnen. Dafur war seit Mitte der 1960er Jahre der “VEB Elektromat Dresden® verantwortlich,
welcher spéter dann gegen Ende der 1970er Jahre in das “Zentrum fur Forschung und Technologie
Mikroelektronik* (ZFTM) in Dresden eingegliedert wurde.

Die hier vorliegende Heftreihe der Kammer der Technik (KdT) — Betriebssektion des

“VEB Mikroelektronik *Karl Liebknecht” Stahnsdorf* diente insbesondere zu innerbetrieblichen
Weiterbildungsmal3nahmen. Die Texte wurden gescannt und OCR-bearbeitet, wobei die Bilder
original beibehalten wurden. Dadurch konnte trotz des Umfangs von durchschnittlich 50 Seiten je
Heft die Dateigrofde im Vergleich zum einfachen Scan bedeutend verkleinert werden. In den Heften
sind aus den o0.g. Griinden keine Bilder, sondern nur einfache Skizzen von TSA abgebildet. Da der
geneigte Leser sich aber vielleicht doch ein Bild davon machen will, wie solche Geréte in
Wirklichkeit ausgesehen haben, sind im Anhang einige Anlagen der damaligen Zeit, sowie auch

neuzeitliche aufgefuhrt.
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Anhang A

Technologische Spezialausristungen (TSA) vom VEB Elektromat Dresden —
Technische Unterlagen und Prospekte:

- Automatischer Drahtbonder 50 - ADB-50,

- Automatischer Vielfachsondentaster — AVT 120,

- Automatisches Justier- und Belichtungssystem — JuB 2111,

- Manuelle Ultraschalldrahtbonder —- MDB 10 & MDB 20,

- Sichtkontrollplatz — SKP 01,

- Vollautomatischer Drahtbonder — VADB-10

Anhang B
17 Bilder von historischen und neuzeitlichen TSA
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